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太陽電池用シリコン単結晶にとって、変換効率を低下させる転位は大きな問題であり[1]、その低減

が大きな課題となっている。太陽電池用シリコンの作製において、種結晶を用いた疑似単結晶成長法

は、コストが低く高品質なため、現在多用されている結晶成長法である。シリコン結晶中の酸素が増

加すると、転位の運動速度が減少し、転位の増殖が抑制されることが報告されている[2]。本研究では、

疑似単結晶成長法に用いる種結晶の酸素濃度と転位密度との関係について、酸素拡散を考慮した転位

の 3 次元数値計算を行い[3-5]、結晶中転位密度の解析を行った。 

Fig. 1は、室温における種結晶中酸素濃度が

高濃度の場合（CZ種結晶）と低濃度の場合（FZ

種結晶）における転位密度分布を示した図であ

る。 図より、種結晶中酸素濃度が低濃度の場

合（FZ種結晶）、種結晶底部近傍で転位密度が

高濃度になることがわかった。これに対して、

種結晶中酸素濃度が高濃度の場合（CZ種結晶）、

種結晶と結晶との界面近傍で転位密度が高濃

度になることがわかった。これは、格子間酸素

による転位運動の固着に起因する応力分布の

局在化が原因だと考えられる。詳細については

発表時に報告する。 
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Fig. 1 Distribution of average dislocation density with 
different seeds as a function of height from bottom. 
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